
 
 

 
АНОТАЦІЯ 

 

бакалаврської дипломної роботи Путяка Дмитра Олександровича на тему 

«Вплив швидкості осадження на оптичні та електрофізичні властивості 

плівок ZnO, сформованих методом іонно-променевого розпилення» 

 

У роботі розглядається питання нанесення тонких плівок оксиду цинку. 

 Мета роботи – встановити вплив швидкості осадження на оптичні та 

електрофізичні властивості плівок ZnO, сформованих методом іонно-

розпилення на склі та кремнії, в залежності від струму променя. 

 У процесі роботи досліджувалися фізичні та оптичні властивості 

тонких плівок оксиду цинку, вплив швидкості осадження на ці параметри. 

 У результаті роботи  отримано зразки, при різних значення 

прискорювальної напруги. Досліджено спектри пропускання цих зразків на 

спектрофотометрі UV/VIS UNICO SQ4802 та рентгенограми, розраховано 

ширину забороненої зони отриманих зразків, яка складає 3,3 еВ. 

 Обсяг роботи: 53 сторінок, 16 ілюстрацій, 4 таблиці, 36 використаних 

джерел. 



 
 

ANNOTATION 

 

for bachelor’s degree work of Putiak Dmytro Alexanderovich on the topic 

«Influence of deposition rate on the optical and electrical properties of thin films of 

ZnO, produced by ion beam sputtering» 

  

This paper considers the deposition of thin zinc oxide films. 

The purpose of this paper is to investigate influence of the deposition rate on 

optical and electrical properties of ZnO films grown by ion-beam sputtering on 

silicon and glass depending on amperage of the beam. 

During the investigation were studied physical and optical properties of thin 

zinc oxide films and influence of the deposition rate on these parameters. 

As a result there were produced samples with various values of an acceleration 

voltage. XRD and spectroscopy of these samples was analyzed on a 

spectrophotometer UV / VIS UNICO SQ4802. We have investigated the width of 

band gap and its value 3,3 eV. 

Influence of deposition rate on physical and optical properties of thin oxide 

films were investigated. 

Expanatory note: 53 p., 16 fig., 36 references.
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